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В спектрах излучения светодиодов видимой области (системы 
AIGalnN/GaM и AlGalnP/GaAs) при малых апертурных углах регистрации, 
как правило, наблюдается тонкая структура. Наиболее вероятным 
механизмом ее возникновения является интерференция, так как планарная 
структура светодиода представляет собой подобие интерферометра Фабри- 
Перо. Аргументом, подтверждающим этот механизм, является 
эквидистантность наблюдаемых пиков в энергетической шкале. Интервал 
между соседними пиками в спектре излучения, выводимого по нормали к 
поверхности структуры:
A{hv) = - — = const  ̂ где D -  толщина структуры, п -  показатель

2Dn
преломления, hv -  энергия кванта, h -  постоянная Планка, с -  скорость 
света в вакууме. Взяв из литературы значение п = 3.5, можно оценить 
толщину гетероезруктуры; D ~ 10 мкм. Такая величина обусловлена 
толщиной слоя токового растекания [1].

Измерения в фотометрической сфере, когда производится 
интегрирование по большому телесному углу, приводят к исчезновению 
струкзура спектра.

Для более полного обоснования интерференционной природы 
спектральной структуры были проведены исследования трансформации 
спектров в зависимости от угла вывода излучения. С увеличением угла 
вывода происходит сдвиг спектральных пиков в коротковолновую 
сторону. Смещение на один интерференционный интервал достигается при 
изменении угла вывода от нуля до 28°, а при изменении угла от нуля до 
90° происходит смещение на 4.3 интерференционного интервала. Так как 
скорость указанного смещения зависит от значения показателя 
преломления верхнего слоя гетероструктуры, то по ней может быть 
определена величина п. Для достижения большей точности необходимо 
учитывать дисперсию. Определяя п для различных энергий фотонов, 
можно в первом приближении построить дисперсионную кривую. 
Уточнение достигается методом итераций.
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